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はじめに 印刷法によるデバイス作製は、材料

の堆積とパターン形成を同時に行い、製造時の

プロセスの短縮と、廃棄物の削減が可能である。

このため、印刷エレクロニクスは低コストかつ

環境負荷の小さいデバイス製造法であり、プラ

スチックフィルムと組み合わせることで大面積、

でフレキシブルなエレクトロニクスでの展開が

期待される。我々は、印刷 CNT トランジスタを

印刷エレクロニクスのキーデバイスと位置付け、

研究・開発を行ってきた 1)。現在までに印刷 CNT

チャネルの均一性の向上 2)、また、印刷法に適

したCNTインクの指針を示してきた 3)。さらに、

CNTチャネル印刷形成後の後処理が、トランジ

スタ特性に影響することも示してきた 2)。今回、

CNT インク組成の調整と後処理方法を検討す

ることで、印刷・塗布法で作製した CNTトラン

ジスタの高移動度化に成功したので報告する。 

作製プロセスとデバイス特性 

図 1 に作製プロセスを示す。プラスチックフィ

ルム上に、電極、絶縁膜、CNTチャネルを印刷・

塗布法で形成した。CNT インクは、eDIPS 法 4)

で合成した直径約 1.0nmの CNT を、電界誘起層

形成法 5, 6)で半導体 CNTを抽出したものをベー

スに調整した。図 2 はカプトンフィルム上に 16

ｘ16 のアレイ状に作製した CNT トランジスタ

を示す。図 3は、様々な CNTインクと後処理法

を用いて作製した CNT トランジスタの移動度

と on/off 比の関係を示した。Sample2 の作製条

件では、移動度が約 10cm
2
/Vs で、かつ、on/off

比が 10000を超えるトランジスタを得た。 
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図 1 CNTトランジスタの作製プロセス 

 

 

図 2 塗布・印刷法で作製した CNTトランジスタ 

 

 

図 3 様々な CNTインクと後処理法を用いて作製した

CNTトランジスタの移動度と on/off比の関係 
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